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要約：Ga 添加酸化亜鉛（GZO）薄膜は、Sn 添加 In2O3（ITO）と比較して、資源が豊富なこと、コ
スト面で優位性があること、および毒性がないこと、加えて電気的特性、光学特性においても匹敵す






12  nm）は 2×10-3Ω cm、最小値（膜厚：300 nm）は ４×10-４Ω cm である。一方、基板温度200℃条件
では、最大値（膜厚：30nm）は ４.４×10-４Ω cm、最小値（膜厚：200 nm）は 2.2×10-４Ω cm である。 
Abstract：Ga-doped ZnO (GZO) thin films are very attractive on account that they are abundant raw material, cost-
effective and non-toxic, they have comparable electrical and optical properties to Sn-doped In2O3 (ITO). Transparent 
conducting GZO films were fabricated on unheated polymethyl methacrylate (PMMA) and glass substrates by ion 
plating deposition using dc arc-discharge. All of the GZO films, which were polycrystalline and showed high 
transmittance in the visible region, were ZnO crystallites with a wurzite structure highly oriented along the (002) 
plane. The resistivity of the GZO films decreased from 2×10-3 (film thickness:12 nm) to ４×10-４Ω cm (film 
thickness:300 nm) with increasing film thickness, and at any given film thickness was approximately the same on 
both substrates. On the other hand, the resistivity of the GZO films prepared on glass substrate at 200 ℃ decreased 









































































































サイズは、膜厚 100 nm 以下では 1５-20 nm、







ラス基板の平均粗さ Ra は 0.４ nm である。自乗
平均粗さ RMS と合わせた GZO 薄膜の測定デー
タは、次の通りである。膜厚30 nm では Ra = 
0.５ nm、RMS = 0.6 nm、膜厚 1４７ nm では Ra = 
1.2 nm、RMS = 1.6 nm、および膜厚 ５60 nm で






る。in-plane お よ び out-of-plane XRD 測 定 よ
り、膜厚 100 nm 以下での薄膜では、バルクの


































る。膜厚 30 nm の GZO でも抵抗率 ４.４μΩm
（シート抵抗：1４７Ω /Sq.）といった低い抵抗



















吸収、可視光領域で高透過率（５５0nm で ８５ % 
以上）、近赤外領域では高キャリア密度（１×
1021cm-3 台）を反映して高い反射率を示す。































　図６にＰＭＭＡ上 GZO 薄膜の断面 SEM 像
を示す。図２と同様にＰＭＭＡ上 GZO 薄膜の
場合も基板にほぼ垂直に立つ柱状構造であるこ
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